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产品概述

XTM2610是一款高性价比三相 P/N MOSFET栅极

驱动专用芯片，内部集成了 LDO、死区控制电路、

欠压关断电路、闭锁电路。

XTM2610内部集成 5V/50mA输出 LDO，可为外

部 MCU等器件供电。当输入电源超过 12V时，

为了更好的匹配 P/N MOS管，LO输出最高电压

为 10V，HO输出最低电压为 VCC2减去 10V。

HO输出电流能力 IHO+/HO-：270mA/50mA，LO输

出电流能力 ILO+/LO-：55mA/290mA。

产品特征

 三相 P/N MOSFET栅极驱动

 工作电压范围：5.5V-45V

 高边和低边独立输入

 输入逻辑兼容 3.3V、5V和 15V

 内置 5V/50mA LDO

 集成驱动电源欠压保护

 集成死区时间控制

 集成过热保护

典型应用

 风扇

 吸尘器

 电机驱动器

 电源

 电动玩具
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典型应用电路

图 1.典型应用电路



Rev 1.1 Page 4

XTM2610-WSBWafer

PAD信息说明
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PAD定义

编号 名字
坐标 面积

描述
X(um) Y(um) (um*um)

1 VDD 89.611 620.5 75*75 LDO 5V输出

2 GND 217.626 620.5 75*75 地

3 LIN1 366.107 608.354 75*75 CH1低端逻辑输入

4 LIN2 489.667 608.354 75*75 CH2低端逻辑输入

5 LIN3 613.227 608.354 75*75 CH3低端逻辑输入

6 HIN1 736.787 608.354 75*75 CH1高端逻辑输入

7 HIN2 860.347 608.354 75*75 CH2高端逻辑输入

8 HIN3 979.247 601.7 75*75 CH3高端逻辑输入

9 GND 979.839 60.221 75*75 地

10 LO3 965.434 150.306 75*75 CH3低端输出

11 HO3 799.174 150.306 75*75 CH3高端输出

12 LO2 632.914 150.306 75*75 CH2低端输出

13 HO2 466.654 150.306 75*75 CH2高端输出

14 LO1 300.394 150.306 75*75 CH1低端输出

15 HO1 134.134 150.306 75*75 CH1高端输出

16 VCC2 61.279 341.825 75*75 驱动级电源

17 VCC1 244.637 472.179 75*75 内部 LDO电源

18 HGND 846.327 405.634 40*40 测试 PAD，不打线



Rev 1.1 Page 6

XTM2610-WSBWafer

WAFER特性

Wafer Diameter 8 inch

Die Size (no scribe line) 1.041um*0.68um

Gross Die 35748

Top Metal and Thickness (99.5%AL+0.5%Cu), 3.3um

Device under PAD YES

Street Width 60um

Bonding PAD Open 75um*75um

绝对最大额定值

参数 最小值 最大值 单位

电源电压 VCC1,2 -0.3 50 V

LDO输出电压 VDD -0.3 5.5 V

LDO输出电流 IVDD 0 80 mA

逻辑输入电压 VHIN/LIN -0.3 20 V

高端输出电压 VHO VCC2-15 VCC2 V

低端输出电压 VLO -0.3 15 V

静电保护（HBM） ESD 2000 - V

存储温度 Tstg -65 150 °C

结温 Tj - 150 °C

热阻 θJA - 105 °C/W

引脚焊接温度（10s） - 260 °C

推荐工作条件（无其他说明，Ta=25°C）

参数 最小值 最大值 单位

电源电压 VCC1,2 5.5 45 V

LDO输出电流 IVDD 0 50 mA

MCU输入死区时间 TDEAD 0.5 - uS

PWM开关频率 FPWM - 50 KHz
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电特性参数（如无其他说明，VCC1,2=24V，Ta=25°C）

Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Unit

电源参数

VCC1,2 工作电压 5.5 24 45 V

ICC 静态电流 VHIN=VLIN=0V - 0.5 1 mA

逻辑电平输入

VINH 输入高电平 2.0 - - V

VINL 输入低电平 - - 0.6 V

IINH 高电平输入电流 VHIN=VLIN=5V - - 100 uA

IINL 低电平输入电流 VHIN=VLIN=0V - 0 1 μA

LDO特性

VDD 输出电压 VCC1=5.5V~40V 4.75 5 5.25 V

IDD 输出电流 VCC1=5.5V~40V - 50 80 mA

保护功能

TSD 温度保护关断 - 150 - ℃

ΔTSD 温度保护迟滞 - 30 - ℃

VCC2UVON VCC2欠压开启 4.5 5 5.5 V

VCC2UVOFF VCC2欠压关断 4.1 4.5 4.9 V

ΔUVLO UVLO迟滞 300 500 800 mV
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电特性参数（如无其他说明，VCC1,2=24V，Ta=25°C）

Symbol Parameter Test Conditions Min Typ Max Unit

HO/LO输出参数

VHO HO输出电压 VHIN=5V - VCC2-10 - V

IHO+ HO输出拉电流 VHO=VCC2-10V,VHIN=0,
PWD≤10uS

- 270 - mA

IHO- HO输出灌电流 VHO=VCC2, VHIN=5V
PWD≤10uS

- 50 - mA

VLO LO输出电压 VLIN=5V - 10 - V

ILO+ LO输出拉电流 VLO=0, VLIN=5V, PWD≤10uS - 55 - mA

ILO- LO输出灌电流 VLO=10V, VLIN=0, PWD≤10uS - 290 - mA

输入输出时间参数

tON 启动时间 - 90 - ns

tOFF 关断时间 - 30 - ns

tHr HO上升时间 - 80 - ns

tHf HO下降时间 - 300 - ns

tLr LO上升时间 - 280 - ns

tLf LO下降时间 - 60 - ns

DT 死区时间 - 100 - ns
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功能框图
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功能描述

输入/输出逻辑表

HIN LIN HO LO

L L OFF OFF

L H OFF ON

H L ON OFF

H H OFF OFF

备注 OFF：LO=0V，HO=VCC2；ON：LO=10V，HO=VCC2-10V

从真值表可知，当输入逻辑信号 LIN为“0”和 HIN为“1”时，驱动器控制输出 LO下 NMOS管关闭，HO上

PMOS管开启；当输入逻辑信号 LIN为“1”和 HIN为“0”时，驱动器控制输出 LO下 NMOS管开启，HO上

PMOS管关闭；在输入逻辑信号 LIN和 HIN同时为“0”和同时为“1”情况下，驱动器控制输出 LO、HO同时

关闭；内部逻辑处理器杜绝 LO、HO同时开启，具有相互闭锁功能。

输入/输出波形



Rev 1.1 Page 11

XTM2610-WSBWafer

输入输出开关时间波形

应用电路注意事项

1、在任何环境下都不能超过芯片的绝对参数

2、VCC1,2和 VDD的旁路容量必须尽可能地放置在引脚旁边
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版本变更记录

版本号 描述

Rev 1.0 XTM2610Wafer数据手册初版

Rev 1.1 更新电特性参数
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